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１．概要（Summary） 

ナノインプリントは微細加工分野において高解像度及

び高スループットと知られており、従来のフォトリソグラフィ

ーの代替技術として期待が高まっている。主なプロセスと

しては転写技術を応用し、UV 硬化樹脂が塗布された Si
や半導体化合物等の基材上に微細凹凸を持つ金型（モ

ールド）を押し当てる。そして、樹脂をモールド側に充填さ

せ、UV 露光後に離型すれば、レジストパターンが簡易に

形成できる。工業的には近年ソフトモールドと呼ばれる

PDMS（polydimethylsiloxane）が注目を浴び、当社開

発の連続転写プロセスでは1個のPDMSモールドで100
ショット以上の高い耐久性が確認できた。但し、PDMS は

樹脂との界面に複雑な相互作用を受け、又離型時に避け

られない摩滅が重なる事により、PDMS パターンの形状・

寸法の変化が起こり、基材とモールドの間に生じる残膜が

後工程の基材エッチングに影響を及ぼす。特に、数百

nm の周期パターンの転写では影響が著しい。本研究で

は樹脂調液や転写条件等の最適化により、マイクロからナ

ノサイズにかけて、微細パターンの連続転写における残

膜を無くし、かつ安定的な制御を可能にする事を目的とし

た。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・高速大面積電子線描画装置 F7000S 
・当社所有 UV インプリント装置、RIE エッチング装置 
【実験方法】 
① マスターモールド準備 
・Si ピラー（三方配列）φ1.8 µm、φ500 nm（当社製

品） 

・Si ピラー（三方配列）φ130 nm（EB 描画工程と当

社の転写・エッチング工程と組み合わせで作製） 
② PDMS レプリカモールド作製 
③ UV 硬化樹脂調液、ベーク及び露光条件振り分け 

④ Si 基板上に残膜コントロール塗布膜厚条件振り分け 
⑤ 連続転写（各種パターンにあたり 100 ショット） 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

UV 硬化樹脂の調液法及び各工程を最適化する事により、

マイクロサイズ又はナノサイズのパターンも 1 個の PDMS
モールドで100ショットの転写が成功できた。Fig. 1とFig. 
2 はそれぞれ φ1.8 μm 、φ130 nm パターンの 1 ショット

目と 100 ショット目の基板の断面 SEM 画像を表す。パタ

ーンの形状・寸法の安定性と共に、Si 基板との界面に樹

脂残膜は 1 ショット目にも 100 ショット目にも殆ど観察され

なかった。離型抵抗の観点ではいずれのパターンも 200
ショットまで転写可能と想定している。実際、PDMS が柔

らかくて、離型時に弾性変形しながら脱型される為、Si や

Ni 等の固いモールドより離型抵抗が一桁程度大きく低減

する事が確認された。今後、残膜制御の課題として、大面

積又は平坦ではない基板への連続転写プロセスも検討し

ていく。 
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Fig. 1 SEM images of 1 shot imprinted samples 

Fig. 2 SEM images of 100 shots imprinted samples 


